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し､ (111)成長ではセル構造が発現 しないことを見出した｡本研究により､高濃度不純物添加 siバルク
単結晶育成法に対する指針が得られた｡
第4章では､本研究の総括として第2章および第 3章の結果を纏め､学術的および工業的意義と今後の
展望を述べた｡
以上､本論文において､単結晶育成､欠陥評価､特性評価および固液界面観察実験を通 じて､Ge添加
が siバルク単結晶における欠陥形成および少数キャリア寿命に及ぼす影響を解明するとともに､固液界
面形状の異方性を利用 してセル構造の発現を抑制できることを示した｡これらの研究は結晶成長分野での
理学の発展に大きく寄与する成果であり､論文提出者が自立 して研究活動を行うのに必要な高度の研究能
力と学識を有することを示 している｡従って､後藤頼良君提出の博士論文は博士(理学)の学位論文として
合格と認める｡
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